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Tlenek galu (Ga2O3), z szeroką przerwą energetyczną 4.8-4.9 eV, w ostatnim czasie 
przyciągnął wiele uwagi naukowej i technologicznej ze względu na jego przyszłe zastosowania 
w energoelektronice - tranzystory polowe, diody z barierą Schottky'ego, w optoelektronice – 
luminofory, fotodetektory, w pamięciach, w systemach wykrywania - czujniki gazu. Gal jest 
niestabilnym i rzadkim pierwiastkiem w przyrodzie, natomiast Ga2O3, rozpuszczalny 
w większości kwasów i zasad, jest jednak stabilny i nierozpuszczalny w wodzie. Ga2O3 posiada 
pięć różnych struktur atomowych określanych jako polimorficzne, takie jak α-Ga2O3 
(struktura romboedryczna), β-Ga2O3 (jednoskośna), γ-Ga2O (spinelowa), δ- Ga2O3 (kubiczna), 
ε- Ga2O3 (ortorombowa). Tlenek galu charakteryzujący się każdą z tych struktur ma unikalne 
właściwości fizyczne i może być szeroko stosowany w różnych wyżej wymienionych 
urządzeniach. 
 
Warstwy tlenku galu zostały wykonane za pomocą metody osadzania warstw atomowych 
(ang. Atomic Layer Deposition ALD). Warstwy te zostały osadzone przy użyciu dwóch 
z wymienionych prekursorów: H2O, O3, C3H9Ga (TMG), C6H15Ga (TEG), a także poddane 
procesom wygrzewania. W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane właściwości 
strukturalne otrzymanych warstw określone na podstawie wyników dyfrakcji rentgenowskiej 
(XRD), i mikroskopu sił atomowych (AFM). 
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